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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(5) Entwurfsvorschriftentestgerat und Betriebsverfahren dafur 

(g) Es soli vermieden werden, da& fur den Entwurf einer 
integrierten Halbleiterschaltung irrelevante Pseudofehler 
den Entwurf erschweren. 

Das erfindungsgemafie Entwurfsvorschriftentestgerat be- 
stimmt, ob ein Maskenmuster fur eine hochintegrierte 
Schaltung (LSE) eine vorbestimmte Entwurf svorschrift er- 
fullt. Das Gerat weist e inert Bildmerkmalsspeicher zum 
Speichern der Merkmale der Ausbitdung eines Kontaktloch- 
bereiches auf, der nicht als Entwurfsfehler erkannt werden 
soil. Nachdem das herkommliche Entwurf serkennungsver- 
fahren durchgefuhrt ist, wird ein Erkennungsungultigkeits- 
verfahren durch Bezug auf den Bildmerkmalsspeicher aus- 
gefuhrt. Folglich wird das Erfassen von Pseudofehlern, die 
keine bedeutungsvollen Fehler sind, verringert, so daS die 
Effektivitat der Entwurfstatigkeit mit dem Gerat verbessert 
^werden kann. 

f Ein derartiges Gerat wird bei CAD-Geraten benutzt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Entwurfsvorschriftentestgerat nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 

1, und insbesondere bezieht sie sich auf ein Entwurfsvorschriftentestgerat zum Testen. ob ein Maskenmuster 
eine Entwurfsvorschrift (design rule) erfullt, und auf ein Betriebsverfahren dafur. Die Erfindung ist insbesondere 
fur CAD-(Computer Aided Design)-Gerate fur integrierte Halbleiterschaltungen geeignet 

Eine groBe Zahl von Masken wird bei einern Herstellungsverfahren einer hochintegrierten Schaltung (im 
folgenden als LSI bezeichnet) benutzt Der Musterentwurf einer Maske wird im allgemeinen nach einer vorbe- 
stimmten Entwurfsvorschrift (design rule) durchgefuhrt Eine Entwurfsvorschrift wird im allgemeinen bestimmt, 
indem die Verarbeitungsgenauigkeit bei dem Herstellungsverfahren. die elektrischen Eigenschaften und Zuver- 
lassigkeit in Betracht gezogen werden. und eine Vielzahi von Vorschriften wird vorbereitet Ein Layout wird zum 
Bezeichnen eines Maskenmusters entworfen. Beim Entwerfen eines Layouts werden eine. Anordnung einer. 
Schaltungseinrichtung und jeder Ort und Ausrichtung innerhalb des Chipbereiches^Verbindungswege und bei ; 
dem Herstellungsverfahren benutzte Maskenmuster bestimmL 

Im allgemeinen wird eine Entwurfsvorschriftenuberpriifung zum Bestimmen durchgefuhrt, ob das Layout des 
entworfenen LSI eine vorbestimmte. Entwurfsvorschrift erfullt. Als zu prufender Punkt in bezug auf die Ent- 
wurfsvorschrift sind z. B. das Oberprufen der Abstandsbreiten und der Uberlappungen der Verbindungen und 
der Einrichtungsparameter bekannt 

Im allgemeinen wird eine Entwurfvorschriftsuberprufung mit Hilfe eines Computers durchgefuhrt, da das 
Entwerfen von LSIs unter Benutzung eines CAD-Gerates (Comupter Aided Design-Gerat) durchgefuhrt wird. 
Wahrend eine groBe Zahl von Punkten als Entwurfsvorschriftuberprufungspunkte vorbereitet werden, wird 
insbesondere eine Entwurfsvorschrift in einem Abschnitt, bei dem ein Verbindungsbereich und ein Kontaktloch- 
bereich uberlappen, in der folgenden Beschreibung beschrieben. 

Wie in Fig. 7 gezeigt ist, weist ein CAD-System einen Speicher 300, einen Betriebsverarbeitungsabschnitt 400, 
eine Kathodenstrahlrohre (Bildschirm) 51, eine Tastatur 52, eine Maus 53 und einen Plotter 54 auf. Der Speicher 
300 enthalt eine Datendatei41 zum Speichern von Daten eines Maskenmusters, das gemaB eines Layoutentwur- 
fes ausgefuhrt, und eine Entwurfsvorschriftendatei 32 zum Speichern von Daten, die eine Vielzahi von Entwurfs- 
vorschriften definieren. Der Betriebsverarbeitungsabschnitt 400 enthalt einen Entwurfsfehlererkennungsab- 
schnitt zum Bestimmen, ob das in der Maskenmusterdatendatei 31 gehaltene entworfene Maskenmuster der 
Entwurfsvorschrift in der Entwurfsvorschriftendatei entspricht, und dann Erkennen eines Entwurfsfehlers und 
einen Schnittstellenabschnitt 43 zum Verbinden der Eingangs/Ausgangseinrichtung 51 bis 54 mit dem dem 
Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 41. 

Wie in Fig. 8 gezeigt ist, enthalt der LSI eine in einem Halbleitersubstrat gebildete Diffusionsschicht 7, eine mit 
der Diffusionsschicht 7 durch ein Kontaktloch verbundene erste Verbindungsschicht 4 und zwei auf der ersten 
Verbindungsschicht 4 uber einem Isolierfilm gebildete zweite Verbindungsschichten 1 und 2. Die zweiten 
Verbindungsschichten 1 und 2 sind auf einem Kontaktloch 10 mit einer Breite von W vorgesehen. 

Wie in Fig. 9 gezeigt ist, ist die Diffusionsschicht 7 auf dem Halbleitersubstrat 6 gebildet. Die erste Verbin- 
dungsschicht 4 ist mit der Diffusionsschicht 7 durch das Kontaktloch 10 verbundert Ein Isolierfilm 3 ist auf der 
ersten Verbindungsschicht 4 gebildet.Die zweiten Verbindungsschichten 1 und 2 sind in dem Kontaktloch 10 und 
auf dem Isolierfilm 3 gebildet 

Wie in Fig. 10 gezeigt ist, ist die erste Verbindungsschicht 4 mit der Diffusionsschicht 7 verbunden. Der 
Isolierfilm 3 ist uber der ersten Verbindungsschicht 4 gebildet 

Wie in Fig. 1 1 gezeigt ist, verbleibt Verbindungsmaterial 8 zwischen den zweiten Verbindungsschichten 1 und 

2, wodurch die zweiten Verbindungsschichten 1 und 2 kurzgeschlossen werden. Wenn im allgemeinen die 
zweiten Verbindungsschichten 1 und 2 gebildet werden, wird zuerst Verbindungsmaterial auf dem Isolierfilm 3 
durch Verdampfen gebildet Dann wird das gebildete Verbindungsmaterial zum Erhalten einer vorbestimmten 
Anordnung unter Benutzung eines Lithographie- und Atzverfahrens bemustert. Als Resultat verbleibt ein 
vorbestimmter Abschnitt des Verbindungsmaterials, das die zweiten Verbindungsschichten 1 und 2 bildet Wie in 
Fig. 1 1 gezeigt ist, tritt jedoch der Fall auf, in dem das Verbindungsmaterial zwischen den Verbindungsschichten 
1 und 2 nicht vollstandig durch das Atzverfahren entfernt werden kann. 

Zum Verhindern eines Kurzschlusses zwischen den Verbindungsschichten 1 und 2 aufgrund des verbleibenden 
Verbindungsmateriales 8 ist es notig, die Breite W des in Fig. 8 gezeigten Kontaktloches uber einem vorbe- 
stimmten Wert zu halten. Die Ausrichtung der Breite W ist die gleiche wie die der Verbindungsschichten 1 und 2. 
Wenn die Breite W uber einen vorbestimmten Wert gesetzt wird, wird ein KurzschluB, wie er durch das 
zwischen den Verbindungsschichten 1 und 2 verbleibende Verbindungsmaterial 8 verursacht wird, wie es in 
Fig. 1 1 gezeigt ist, verhindert Folglich wird bemerkt, daB eine Entwurfsvorschriftenuberprufung (Designiiber- 
priifung) durchgefuhrt werden sollte, damit bestimmt werden kann, ob die Breite W des Kontaktloches einen 
vorbestimmten Wert uberschreitet 

Bei einem Entwurfsvorschriftentestgerat gibt es einen Test fur die Breite des Kontaktloches, bei dem ein 
Pseudo-Fehler wie folgt auftritt. . . 

In den Zeichnungen sind ein wahrer Entwurfsfehler und drei Pseudofehler gezeigt Wie in Fig. 12 gezeigt ist, 
sind vier Kontaktlochbereiche 14 bis 17 gebildet, wobei drei Verbindungsschichtbereiche 11 bis 13 darauf 
gebildet sind. Die in der Zeichnung gezeigte Breite W0 zeigt einen erlaubten Minimalwert der Breite eines 
Kontaktloches, der als Entwurfsvorschrift vordefiniert ist. Wenn zwei oder mehr Verbindungsschichten auf dem 
Kontaktloch gebildet sind, ist es notwendig, daB die Breite des Kontaktloches mindestens den Minimalwert W0 
aufweist Daher soil die Breite W13 des Kontaktlochbereiches 14 groBer gleich dem Minimalwert W0 sein, da die 
Verbindungsschichten It und 12 auf dem Kontaktlochbereich 14 gebildet sind. Der Kontaktlochbereich 13 ist 
jedoch als Entwurfsfehler gezeigt, da Wl 3 < W0 ist 
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Die Kontaktlocher 15, 16 und 17 sind als Erttwurfsfehlefs trotz der Tatsache dargestellt daB keines von ihnen 
als Entwurfsfehler dargestellt werden muB. Vor der Beschreibung des Auftretens eines Pseudofehlers wird die 
Beschreibung fur das Erkennungsverfahren bei einem herko mm lichen Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 41 im 
folgenden gegeben. . „ . . 

Wie in dem FluBdiagramm von Fig. 7 gezeigt ist wird in einem Schritt 61 eine logische Produkttatigkeit 5 
(AND) mit Bezug auf die Formen in einem Kontaktlochbereich und einem Verbindungsschichtbereich ausge- 
fuhrt Flachert die dem Kontaktlochbereich und dem Verbindungsschichtbereich gemeinsam sind, werden 
erkannt und die Zahl der uberlappenden Abschnitte wird erkannt Dann wird in einem Schritt 62 bestimmt, ob 
die Zahl der uberlappenden Abschnitte NP gleich 2 oder mehr ist (NP > 2\ Wenn die Zahl der uberlappenden 
Abschnitte NP gleich 1 ist, ist es nicht notig, das folgende Verfahren in bezug auf den Kontaktlochbereich io 
durchzufiihren. . 

Wenn die Zahl der uberlappenden Abschnitte NP gleich 2 oder mehr ist, werden all die Breiten Wi (i = 1. 2, -) 
der Kontaktlocher in dem Schritt 63 erfaflt All die erfaflten Breiten Wi werden mit dem Minimalwert WO in 
einem Schritt 64 verglichen.. Wenn mindestens eine Breite Wi unterhalb: des akzeptablen Minimalwertes. WO 
liegt wird der Kontaktlochbereich in einem Schritt 65 erfaBt und stellt einen Entwurfsfehler dar. Wenn alle 15 
Breiten Wi groBer gleich dem Minimalwert WO sind, wird bestimmt, daB die Kontaktlochbereiche den Entwurfs- 
vorschriften entsprechen. In einem Schritt 66 wird bestimmt, ob alle Kontaktlochbereiche getestet sind, und die 
verbleibenden Kontaktlochbereiche werden ebenfalls dem gleichen Verfahren wie oben erwahnt unterworfen. 

Wenn das Verfahren in dem Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 41 wie oben beschrieben bewirkt wird, tritt 
ein Fall auf, in dem ein Entwurfsfehler trotz der Tatsache dargestellt wird, daB er nicht unbedingt als Pseudofeh- 20 
ler behandelt werden muB, d. h. ein in Fig. 12 gezeigter Entwurfsfehler. Der in Fig. 12 gezeigte Kontaktlochbe- 
reich 15 uberlappt mit dem Verbindungsschichtbereich 11 an zwei Abschnitten (NP - 2), so daB das Verfahren 
von dem Schritt 63 ausgefuhrt wird. In dem Schritt 63 werden die Breiten WI bis W4 dieses Kontaktlochberei- 
ches 15 mit dem Minimalwert WO verglichen. Da die Breiten W3 und W4 unterhalb des Minimalwertes WO 
liegen, wird dieser Kontaktlochbereich 15 erkannt und als Entwurfsfehler dargestellt Dieser Kontaktlochbe- 25 
reich 15 uberlappt jedoch mit einem einzelnen Verbindungsschichtabschnitt 11 an zwei Abschnitten, so daB-kein 
Problem eines in Fig. 1 1 gezeigten Kurzschlusses auftritt. Das bedeutet, daB der Kontaktlochbereich 15 nicht als 
Entwurfsfehler behandelt werden muB. Folglich entsteht ein Pseudofehler. 

In dem Fall des Kontaktlochbereiches 16 uberlappt dieser Kontaktlochbereich 16 mit den Verbindungs- 
schichtbereichen 11 und 12 an zwei Abschnitten, so daB das Verfahren des Schrittes 63 ausgefuhrt wird. Die 30 
Breiten W5 und W6 sind uber dem Minimalwert WO. Es wird jedoch erkannt, daB die Breite W7 unterhalb des 
Minimalwertes WO liegt Als Resultat wird dieser Kontaktlochbereich W16 erkannt und als Entwurfsfehler in 
dem Schritt 65 dargestellt. Es ist auch hier ersichtlich, daB es kein Problem eines Kurzschlusses wie in Fig. 1 1 bei 
diesem Kontaktlochbereich 16 gibt Folglich ist es auch nicht notwendig, diesen Kontaktlochbereich 16 als 
Entwurfsfehler in diesem Fall zu behandeln. 35 

In dem Fall des Kontaktlochbereiches 17 uberlappt der Kontaktlochbereich 17 mit den Verbindungsschicht- 
bereichen 12 und 13 an zwei Abschnitten. Es wird in dem Schritt 64 erkannt, daB die Breiten WU und W12 
unterhalb des Minimalwertes WO liegen, so daB dieser Kontaktlochbereich 17 erkannt und als Entwurfsfehler in 
dem Schritt 65 dargestellt wird. In diesem Fall gibt es ebenfalls kein Problem aufgrund eines Kurzschlusses 
zwischen den Verbindungsschichten, wie es schon bei den beiden vorigen Fallen der Fall war. *o 

Bei dem in Fig. 7 gezeigten CAD-System werden eine groBe Zahl von Kontaktlochbereichen auf der Katho- 
denstrahlrohre 51 dargestellt, die als Entwurfsfehler durch Vergleich in dem in Fig. 13 gezeigten Schritt 64 
erkannt werden. Bei der groBen Zahl von als Entwurfsfehler erkannten Kontaktlochbereichen gibt es die einen, 
die das Auftreten eines wahren Entwurfsfehlers bezeichnen, und die anderen, die einen oben beschriebenen 
Pseudofehler darstellen. Daher muB der Benutzer bestimmen, ob ein individueller angezeigter Fehler ein wahrer 45 
oder ein falscher ist, indem das auf dem Schirm der Kathodenstrahlrohre (CRT) 51 angezeigte Layout benutzt 
wird. Eine Vielzahl von Kontaktlochbereichen und Verbindungen sind in einem LSI vorgesehen, so daB die als 
Entwurfsfehler erkannte Zahl von Kontaktlochern betrachtlich ist Als Resultat dauert es lange Zeit fur einen 
Benutzer zum Bestimmen, ob es wahr oder faisch war, wodurch die Effektivitat der Entwurfstatigkeit ver- 
schlechtert wurde. 50 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, das Auftreten von Pseudofehlern bei einem Entwurfsvorschnftentest in 
einem Entwurfsvorschriftentestgerat fur eine integrierte Halbleiterschaltung zu verhindern, es soli insbesondere 
das Auftreten eines Pseudofehlers bei einem CAD-Gerat zum Entwerfen von Maskenmustern verhindert 
werden. 

Das erfindungsgemafle Entwurfsvorschriftentestgerat ist durch die Merkmale des Patentanspruches 1 ge- 55 
kennzeichnet Es weist eine Oberlappungserfassungseinrichtung zum Erfassen des Uberlappens eines Kontakt- 
lochbereiches und eines Verbindungsbereiches, eine Entscheidungseinrichtung zum Bestimmen, daB in dem 
Kontaktlochbereich zwei oder mehr uberlappende Bereiche erfaBt sind, eine Breitenvergleichseinrichtung zum 
Vergleichen der durch die Bestimmungseinrichtung bestimmten Breite eines jeden Abschnittes in dem Kontakt- 
lochbereich mit einem vorbestimmten Wert gemaB der Entwurfsvorschrif t, eine auf das Resultat des Vergleiches so 
durch die Breitenvergleichseinrichtung reagierende Erkennungseinrichtung zum Erkennen des Kontaktlochbe- 
reiches als Entwurfsfehler, eine Merkmalsspeicherdatei zum Speichern im voraus des Merkmales der Anord- 
nung des Kontaktlochbereiches, der nicht als Entwurfsfehler erkannt werden soli, eine Merkmalsvergleichsem- 
richtung zum Vergleichen des Merkmales der Anordnung des durch die Erkennungseinrichtung erkannten 
Kontaktlochbereiches mit dem in der Merkmalsspeicherdatei gespeicherten Merkmal und eine auf das Resultat 65 
des Vergleiches durch die Merkmalsvergleichseinrichtung reagierende Ungultigkeitseinrichtung zum Ungultig- 
machen des Erkennens des Entwurfsfehlers durch die Erkennungseinrichtung. 

Im Betrieb wird.in der Merkmalsspeicherdatei das Merkmal der Anordnung eines Kontaktlochbereiches, der 
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nicht als Entwurfsfehler erkannt werden soil.'zuvor vorbeVeitet Die Merkmalsvergleichseinrichtung vergleicht 
das Merkmal der Anordnung des Kontaktlochbereiches, der durch die Entwurfseinrichtung als Entwurfsfehler 
erkannt ist, mit dem in der Merkmaisspeicherdatei gespeicherten Merkmal. Wenn nach diesem Vergleich diese 
Merkmale ubereinstimmen, macht die Ungultigkeitseinrichtung die Erkennung des Entwurfsfehlers durch die 
5 Erkennungseinrichtung ungultig. Daher wird ein Kontaktlochbereich, der nicht als Entwurfsfehler erkannt 
werden soil von den Kontaktlochbereichen entfernt, die von der Erkennungseinrichtung als Entwurfsfehler 
erkannt sind Damit wird das Auftreten der Pseudoentwurfsfehlererkennung verhindert 

Daher konnen Kontaktldcher entfernt werden, die praktisch keine Probleme aufwerfen, auch wenn sie nicht 
die Entwurfsvorschriften eines CAD-Gerates fur den Entwurf eines Maskenmusters einer integrierten Halblei- 
io terschaltung erftillen. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfiih- 
rungsbeispielen anhand der Figuren. In den Figuren zeigen: 
Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Ausfuhrungsform des Enrwurfsvorschriftentestgerates; 

Fig. 2A bis 2G charakteristische Diagramme von Beispielen von Bildmerkmalsdaten, die zuvor in der in Fig. 1 
is gezeigten Bildmerkmalsdatei gespeichert worden sind; 

Fig. 3 ein FluBdiagramm des in Fig. 1 gezeigten Erkennungsungiiltigkeitsabschnittes; . 

Fig. 4A und 4B Draufsichten von Beispielen der Anordnung von als Entwurfsfehler erkannten Kontaktlochbe- 
reichen; 

Fig. 5 ein charakteristisches Diagramm eines Beispieles von Bildmerkmalsdaten, die in der Bildmerkmalsdatei 
20 registries sind; 

Fig. 6 ein typisches Diagramm, das den in Schritt 67 von Fig. 3 gezeigten Vergleichsschritt beschreibt; 
Fig. 7 ein Blockschaltbild des Entwurfsvorschriftentestgerates, das den Hintergrund der vorliegenden Erfin- 
dung bildet; 

Fig. 8 eine Draufsicht auf ein Layout in der Nahe eines Kontaktloches eines LSIs; 
25 Fig. 9 eine Schnittansicht des in Fig. 8 gezeigten LSI entlang der Linie IX-IX; 
Fig. 10 eine Schnittansicht des in Fig. 8 gezeichten LSI entlang er Linie X-X; 

Fig. 1 1 eine Schnittansicht, die das zwischen den in Fig. 8 gezeigten zwei Verbindungsschichten verbleibende 
Verbindngsmateria! zeigt; 

Fig. 12 eine Draufsicht auf das Verhaltnis des Kontaktlochbereiches und der Verbindungsschicht in dem 
30 Layout; und 

Fig. 13 ein FluBdiagramm des in Fig. 7 gezeigten Entwurfsfehlererkennungsabschnittes. 
Wenn das in Fig. 1 gezeigte Gerat mit dem in Fig. 7 gezeigten Gerat verglichen wird, erkennt man, daB eine 
Bildmerkmalsdatei 33 in dem Speicher 300 vorgesehen ist und daB ein Erkennungsungultigkeitsabschnitt 42 in 
dem Betriebsverarbeitungsabschnitt 400 vorgesehen ist. Die Beschreibung der anderen Abschnitte ist weggelas- 
35 sen, da sie die gleiche wie bei dem in Fig, 7 gezeigten Gerat ist 

Wie in Fig. 2A bis 2G gezeigt ist, sind Bilder 21 bis 27 gezeigt, die Anordnungen des Kontaktlochbereiches 
definieren, die nicht als Entwurfsfehler erkannt werden sollen. Fur jedes der Bilder 21 bis 27 wird die Anderung 
in der Zahl der Ecken (O) Na und die Richtung der die Ecken verbindenden Vektoren als Merkmalsdaten 
erkannt und fur die in Fig. 1 gezeigte Bildmerkmalsdatei 33 vorbereitet Das heiBt, jedes der Bilder 21 bis 27, die 
40 entsprechend in den Fig. 2A bis 2G gezeigt sind, weist 10, 6, 8, 12, 8, 8 und 14 als Zahl der Ecken Na auf/ Die 
Richtung der Drehung eines Vektors wird in bezug auf die Anderung von die Ecken verbindenden Vektoren 
bestimmt Das heiBt, die Richtung der Drehung ist in den in den Fig. 2A bis 2G gezeigten Beispielen als im 
Uhrzeigersinne festgelegt Fur jeden Vektor wird zusatzlich die Anderung der Zunahme oder Abnahme in der 
X- und Y-Achsenrichtung zuvor erkannt und als Daten behandelt, die die Anderung in der Richtung des Vektors 
45 anzeigen. Die genauere Beschreibung wird spater erfolgen. 

Die Einzelheiten des Verfahrens des Erkennungsungultigkeitsabschnittes 42 von Fig. 1 sind in Fig. 3 gezeigt 
Der in Fig. 1 gezeigte Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 41 ist der gleiche Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 
41 des in Fig. 7 gezeigten Gerates, so daB gemaB des in Fig. 13 gezeigten Ablaufflusses der als Entwurfsfehler zu 
erkennende Kontaktlochbereich bereits erkannt ist Der Erkennungsungultigkeitsabschnitt 42 entfernt einen 
so Pseudofehler von den Kontaktlochbereichen, die als Entwurfsfehler erkannt sind, gemaB des folgenden Verfah- 
rens durch weiteres Anwenden des in Fig. 3 gezeigten Verfahrens. 

Zuerst werden in einem Schritt 71 die Zahl der Ecken Na und die Vektordaten Va in bezug auf die in der 
Bildmerkmalsdatei 33 gespeicherten Bilder ausgelesen. Dann wird die Zahl der Ecken Nb und der Vektordaten 
Vb eines Kontaktlochbereiches bestimmt, das durch den Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 41 als Entwurfsfeh- 
55 ler erkannt ist Das heiBt, Fig. 4A zeigt den als Entwurfsfehler in dem in Fig. 12 gezeigten Beispiel erkannten 
Kontaktlochbereich 15. Mit dem Verfahren in einem Schritt 72 wird die Zahl der Ecken (O) Nb = 10 in dem 
Kontaktlochbereich 15 erkannt, wie in Fig.4A gezeigt ist Zusatzlich werden die, wie in Fig. 6 gezeigt ist, die 
Vektordaten Vb in dem Kontaktlochbereich 15 erfaBt Das heiBt, die Zunahme oder Abnahme in der X- und 
Y-Achsenrichtung wird erfaBt, die jeden Knotenpunkt N10 bis N19 entprechend verbinden, wobei der Drehsinn 
60 im Uhrzeigersinn ist Als Resultat werden die in der folgenden Gleichung gezeigten Vektordaten Vb erzielt: 

Vb -(AY, AX, -AY, -AX, -A Y, A X, -A Y, -A X, -A Y, -AX), (1) 

wobei X die Zunahme in der X-Achsenrichtung, — X die Abnahme in der X-Achsenrichtung, Y die Zunahme der 
65 Y-Achsenrichtung und — Y die Abnahme in der Y-Achsenrichtung bedeutet 

In dem Schritt 71 sind die Zahl Na der Ecken des Bildes und die Vektordaten Va aus der Bildmerkmalsdatei 33 
auf der Grundlage des in Fig. 5 gezeigten registrierten Bildes 21 ausgelesen. Die Vektordaten werden durch die 
folgende Gleichung dargestellt: 
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Va - (A Y,A X, -A Y, -A X, -A Y, A X, -'A y/— A X/-A Y, - A X). (2) 

In einem Schritt 73 wird die aus der Bildmerkmalsdatei 33 ausgelesene Zahi Na von Ecken mit der Zahl Nb 
von Ecken des Kontaktlochbereiches verglichen. In diesem Fall stimmen Na und Nb uberein, so daO weiterge- 
gangen wird zu einem Schritt 74. 5 

In dem Schritt 74 werden die Vektordaten Va und die Vektordaten Vb verglichen. Das heiBt, die durch 
Gleichung (2) ausgedruckten Vektordaten Va werden mit den durch die Gleichung (1) ausgedruckten Vektorda- 
ten Vb verglichen. In diesem Fall stimmen Va und Vb uberein, so daB zu einem nachsten Schritt 75 gegangen 
wird In dem Schritt 75 werden die Fehlererkennung und die Fehlerdarstellung ungultig gemacht die durch den 
Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 41 in bezug auf das Kontaktloch, den Bereich 15 erkannt sind. Das heiBt, als io 
Resultat des Vergleichsverfahrens in den Schritten 73 und 74 wird bestimmt, daB das Merkmal des Bildes des in 
Fig. 4A gezeigten Kontaktlochbereiches 15 mit dem Merkmal des in Fig. 5 gezeigten Bildes 21 ubereinstimmt 
Es wird erkannt, daB das Kontaktloch 15 nicht als Entwurfsfehler behandelt werden muB. Folglich wird die 
Fehlererkennung des Kontaklloches .15 in.demrSchritt.75 ungultig gemacht * 

In einem Schritt 76 wird bestimmt, ob das obige Verfahren in bezug auf alle Kontaktlochbereich beendet ist, 15 
die durch den Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 41 als Entwurfsfehlenerkannt sind. Wenn das obige-Verfahren 
in bezug auf alle Kontaktlochbereiche beendet ist, ist das Verfahren in dem Erkennungsungultigkeitsabschnitt 42 
beendet Wenn noch zu behandelnde Kontaktlochbereiche nach sind oder wenn keine Obereinstimmung in den 
Schritten 73 und 74 erkannt wird, geht das Verfahren zuruck zu dem Schritt 72, und das gleiche Verfahren wie 
oben erwahnt wird in bezug auf andere Kontaktlochbereiche durchgefuhrt 20 

Fig. 6 zeigt das Verfahren des Schrittes 74 noch ausfuhriicher. Die Vektordaten Va und die Vektordaten Vb 
werden miteinander fur jeden entsprechenden Punkt verglichen. Wenn es Obereinstimmung fur alle vergliche- 
nen Paare gibt, wird festgestellt, daB Va Vb ist 

In dem Fall jedoch, in dem der Kontaktlochbereich 15' wie in Fig. 4B gezeigt angeordnet ist, muB er ebenfalls 
wie das in Fig. 5 gezeigte Bild 21 behandelt werdea Dafur wird die Reihenfolge der erfaBten Knoten NIO bis 25 
N19 entsprechend verschoben, und die verschobenen Vektordaten Vb' und Va werden verglichen. Als Resultat 
wird auch eine Obereinstimmung zwischen dem Merkmal der Anordnung des Kontaktlochbereiches 15f und 
dem Merkmal der Anordnung der Fig. 21 in dem in Fig. 4B gezeigten Fall erkannt 

Wie von der obigen Beschreibung entnommen werden kann, soil festgehalten werden, daB das zuvor fur die 
Bildmerkmalsdatei 33 vorbereitete Bild nicht notwendigerweise kongruent oder mit dem Bild des zu Qberprufen- 30 
den Kontaktbereiches ahnlich sein muB. Das heiBt, das Auftreten eines Pseudoentwurfsfehlers kann bestimmt 
werden, indem eine Obereinstimmung in den Merkmalen der in den oben beschriebenen Beispielen gezeigten 
Bildern bestimmt wird. 

Wie oben ausgefuhrt ist, weist das in Fig. 1 gezeigte Entwurfsvorschriftentestgerat eine Bildmerkmalsdatei 33 
zum zuvorigen Speichern des Merkmales der Konfiguration eines Kontaktlochbereiches, der nicht als Entwurfs- 35 
fehler erkannt werden soil, auf. Bei dem Entwurfsfehlererkennungsabschnitt 41 bewirkt nach dem in Fig. 13 
gezeigten Verfahren der Erkennungsungultigkeitsabschnitt 42 das Erkennungsungiiltigkeitsverfahren gemaB 
den in Fig. 3 gezeigten Schritten unter Bezugnahme auf die Bildmerkmalsdatei. Folglich wird der Kontaktloch- 
bereich, der nicht als Entwurfsfehler behandeltwerden muB, von der Entwurfsfehlergruppe entfernt; die darge- 
steilt und erkannt ist, so daB es fur einen Bediener nicht notwendig ist, eine Erkennungstatigkeit fur Pseudofehler 40 
durchzufuhren. Folglich kann die Arbeitseffektivitat des Bedieners verbessert werden. In anderen Worten, es ist 
moglich gemacht, automatisch ein Kontaktloch zu entfernen, das praktisch kein Problem aufwirft von den 
Kontaktlochbereichen, das als nicht die Entwurfsvorschrift erf ullend erkannt ist 

Patentanspruche 45 

1. Entwurfsvorschriftentestgerat zum Testen, ob eine entworfene integrierte Halbleiterschaltung eine vor- " 
bestimmte Entwurfsvorschrift erfuilt, mit 

— einer Oberlappungserfassungseinrichtung zum Erfassen des Oberlappens eines Kontaktlochberei- 

. ches und eines Verbindungsbereiches; 50 

— einer Entscheidungseinrichtung zum Bestimmen, dafl zwei oder mehr uberlappende Abschnitte von 
der Oberlappungserfassungseinrichtung erfaBt sind; 

— einer Breitenvergleichseinrichtung zum Vergleichen der Breite eines jeden Abschnittes in dem von 
der Entscheidungseinrichtung bestimmten Kontaktlochbereich mit einem vorbestimmten Wert gemaB 
einer Entwurfsvorschrift und 55 

— einer Erkennungseinrichtung, die auf das Resultat des Vergleiches durch die Vergleichseinrichtung 
reagiert, zum Erkennen eines Kontaktlochbereiches als Entwurfsfehler; gekennzeichnet durch: 

— eine Merkmalsspeichereinrichtung (33) zum zuvorigen Speichern des Merkmales der Ausbildung 
eines Kontaktlochbereiches, der nicht als Entwurfsfehler erkannt werden soli; 

— eine Merkmalsvergleichseinrichtung zum Vergleichen des Merkmales der Ausbildung des von der 60 
Erkennungseinrichtung erkannten Kontaktlochbereiches mit dem in der Merkmalsspeichereinrichtung 
(33) gespeicherten Merkmal und 

— eine Ungultigkeitseinrichtung, die auf das Resultat des Vergleiches durch die Merkmalsvergleich- 
seinrichtung reagiert, zum Ungultigmachen des Erkennens des Entwurfsfehlers durch die Erkennungs- 
einrichtung. 65 

2. Entwurfsvorschriftentestgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Merkmal der Ausbildung des Kontaktlochbereiches durch die Daten der den Kontaktlochbereich 
umgebenden Vektoren (Vb)definiert ist, 
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daB die Merkmalsspeichereinrichtung' (33) dfe Daten der den Kontaktlochbereich umgebenden Vektoren 
(Va) speichert, der nicht als Entwurfsfehler erkannt werden soli, und 

daB die Merkmalsvergleichseinrichtung die Daten des den Kontaktlochbereich umgebenden Vektoren (Vb), 
die von der Erkennungseinrichtung erkannt sind, mit den in der Merkmalsvergleichseinrichtung (33) gespei- 
cherten Vektoren (Va) vergleicht 

3. Entwurfsvorschriftengerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Merkmal der Ausbildung des Kontaktloches durch die Zahl (Nb) der Ecken der Ausbildung des 
Kontaktloches definiert ist, 

daB die Merkmalsspeichereinrichtung (33) Daten der Zahl von Ecken der Ausbildung des Kontaktlochbe- 
reiches speichert, der nicht als ein Entwurfsfehler erkannt werden soli, und 

daB die Merkmalsvergleichseinrichtung die Daten der Zahl (Nb) der Kanten der Ausbildung in dem 
Kontaktlochbereich, der durch die Erkennungseinrichtung erkannt ist, mit den in der Merkmalsspeicherein- 
richtung (33) gespeicherten Daten vergleicht 

4. Entwurfsvorschriftentestgerat nach einem der Anspruche 1 bis 3 t dadurch gekennzeichnet, daB die 
Unguitigkeitseinrichtung die Erkennung des Entwurfsfehlers durch die Erkennungseinrichtung ungiiltig 
macht als Reaktion auf die Obereinstimmung der umgebenden Vektoren und der Zahl der Ecken. 

5. Entwurfsvorschriftentestgerat nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Uberlappungserfassungseinrichtung eine Logikprodukteinrichtung zum Bestimmen des Logikproduktes in 
dem Bild des Kontaktlochbereiches und des Verbindungsbereiches aufweist 

6. Entwurfsvorschriftentestgerat nach einem der Anspruche 1 bis 5, mit: 

einem computergestutzten Entwurfsgerat (CAD-Gerat) zum Entwerfen eines Maskenmusters einer inte- 
grierten Halbleiterschaltung. 

7. Betriebsverfahren fur ein Entwurfsvorschriftentestgerat zum Testen, ob eine entworfene integrierte 
Halbleiterschaltung eine vorbestimmte Entwurfsvorschrift erfullt, wobei das Gerat eine Merkmalsspeicher- 
einrichtung (33) zum zuvorigen Speichem des Merkmales der Ausbilden eines Kontaktlochbereiches spei- 
chert, der nicht als Entwurfsfehler erkannt werden soil, mit den Schritten: 

Erfassen des Oberlappens des Kontaktlochbereiches und eines Verbindungsbereiches; 

Bestimmen, daB in dem Oberlappungsbestimmungsschritt zwei oder mehr uberlappende Abschnitte in dem 

Kontaktlochbereich bestimmt sind; 

Vergleichen der Breite eines jeden Abschnittes in dem durch den Bestimmungsschritt bestimmten Kontakt- 
lochbereich mit einem vorbestimmten Wert gemafl der Entwurfsvorschrift; 

Erkennen des Kontaktlochbereiches als Entwurfsfehler als Reaktion auf das Resultat des Vergleiches in 
dem Vergleichsschritt; 
gekennzeichnet durch die Schritte: 

Vergleichen des Merkmales der Ausbildung des in dem Erkennungsschritt erkannten Kontaktlochbereiches 
mit dem in der Merkmalsspeichereinrichtung gespeicherten Merkmal; 

Unguitigmachen der Erkennung des Entwurfsfehlers als Reaktion auf das Resultat des Vergleiches in dem 
Merkmalsvergleichsschritt 

8. Betriebsverfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Merkmal der Ausbildung des 
Kontaktlochbereiches durch Daten von Vektoren (Vb) definiert ist, die den Kontaktlochbereich umgeben, 
daB die Merkmalsspeichereinrichtung (33) die Daten der Vektoren (Va) speichert, die den Kontaktlochbe- 
reich umgeben, der nicht als Entwurfsfehler erkannt werden soli, und 

daB der Schritt des Vergieichens der zwei Merkmale den Schritt des Vergleicheris der Daten der den 
Kontaktlochbereich umgebenden Vektoren (Vb), der in dem Erkennungsschritt erkannt ist, mit den Vektor- 
daten (Va), die in der Merkmalsvergleichseinrichtung gespeichert sind, aufweist. 

9. Betriebsverfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Merkmal der Ausbildung des Kontaktlochbereiches durch die Zahl (Nb) von Ecken der Ausbildung. 
des Kontaktlochbereiches definiert ist, 

daB die Merkmalsspeichereinrichtung die Daten der Zahl (Na) von Ecken der Anordnung des Kontaktloch- 
bereiches speichert, der nicht als Entwurfsfehler erkannt werden soil, und 

dafl der Schritt des Vergieichens der zwei Merkmale den Schritt des Vergieichens der Daten der Zahl von 
Ecken der Ausbildung des Kontaktlochbereiches, der in dem Erkennungsschritt erkannt ist, mit den Daten 
(Na), die in der Merkmalsspeichereinrichtung gespeichert sind, aufweist. 
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